半導体Hg1-xCdxTeの結晶の電気的性質 by オオツキ, オサム & 大槻, 修
Osaka University
Title半導体Hg1-xCdxTeの結晶の電気的性質
Author(s)大槻, 修
Citation
Issue Date
Text Versionnone
URL http://hdl.handle.net/11094/30794
DOI
Rights
おお つき
氏名・(本籍) 大 槻
学位の種類工 学
修
博士
学位記番号 第 283 2 号
学位授与の日付 昭和 48 年 3 月 24 日
学位授与の要件 学位規則第 5 条第 2 項該当
学位論文題目
論文審査委員
半導体 Hg 1 ・xCdx Teの結品の電気的性質
(主査)
教授 成田信一郎
(副査)
教授伊藤順吉教授藤田英一教授中村
教授難波 進教授西国良男
伝
論文内容の要旨
赤外線検知素子および赤外線レーザー素子の材料として有用な Hg 1 - x Cdx Te 単結晶の電気的性質
を明らかにして、それらの素子をさらに向上させ、かつまたその材料のさらに広い応用への可能性を
追求することを目的として、 Hg 1 -x Cdx Te の結晶の成長およびその電気的性質の測定を行なった。
まづ、気相輸送、液相エピタキシアル成長および帯溶融法を組合せた改良帯溶融法によって Hg 1 - x
Cd x Te 単結品を成長させ、次に高温で長時間の熱処理によって組成および不純物の均一化を行なっ
fこ。
磁気抵抗の異方性を測定することによってその均一度を確認した Hg l-x Cdx Te 単結晶を 9 ~400 
K および100~15000 Oe の範聞内でホール効果、磁気抵抗効果の測定を行ない、 n 型および p 型結晶の
一般的な電気的性質を明らかにし キャリア濃度の低い結晶ではホール係数の温度依存性に「くぼみ
(dip) J が現われること、およびホール係数の磁場依存性には振動的性質が現われることを明らかにし
fこ。
ホール係数の磁場依存性を電子・電子または電子・正孔の 2 キャリアモデルを用いて解析するこ
とによって、従来知られている口伝導帯電子の他に、易動度が約2000cm2/Vsec の重い電子が電気
伝導に寄与していること、およびその易動度は結晶組成依存性および温度依存性が小さいことを明ら
かにした。
また、振動的ホール効果は 2 種類の電子が存在する結晶においては重い方の電子は歪んだ帯を占めて
いることを示した。
さらにまた、磁気抵抗効果の温度依存性の実験結果はホール係数に異常が観測される結晶およびそ
の温度領域では重い電子が存在していることを示した。
これらの実験結果と Stern， Harman 等が提案しているこの結晶のエネルギ一帯モデルとから、上
? ?っ“
記の重い電子は九充満帯のK-Q近傍に存在する電子であると結論された。
論文の審査結果の要旨
せまいエネルギーギャップを持つ三元合金半導体 CdxHgl-x Te は実用的にも赤外線検知素子およ
び赤外線レーザ素子として有用であるが三元合金であるため 組織および不純物が均一にならない
という困難きがあった。大槻修君は結晶成長法として気相輸送法、液相ユピタキシアル、帯溶融法を
組合わせ、高温長時間の熱処理を加えて非常に均一な試科を得ることに成功した。この試科を用いて
電気的、磁気的測定を行ったが、まづ、Hall 効果の温度変化において、他の結晶には見られぬ異常現象
を発見した。これをValence band のWarping により低温では第 2 の電子の伝導が高温では正孔伝
導に切変わるためと説明した 第 2 の電子伝導の存在を Hall 効果のtwo carrier model による詳細
な解析によって証明した。第 2 の電子伝導はHarman 等によって、 three carrier の解折により、す
でに提唱されたものではあるが任意定数が多くて、大槻君の結果の方が一層信頼のもてるものであ
る。このように結晶成長および半導体の帯構造の研究に新しい見るべきものがあったと考え、工学博
士の学位に価するものと判断される。
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